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Valores absolutos

Simbolo

Vbs
£s max
CMTI
Visal

Visol_CI
IOUTJnax

Re.n
RG_L
Top

TEST

Descricao

Valor méximo da tensdo Drain-Source
Valor maximo da frequéncia de comutagéo *
Common Mode Transient Immunity 2

Tensdo de teste de isol. entre prim.e secund. do
transformador

Tensdo suportada pelo dielétrico do CI S18286 >
Valor maximo da corrente de saida (Iour &) *
Valor maximo da corrente de saida (Iour 1) 2
Resisténcia Intrinseca de GATE (Alto) *
Resisténcia Intrinseca de GATE (Baixo) 2
Temperatura de operacao

Temperatura de estocagem

Valores

350
125
2500

5000

Unid.

kHz
kV/us

LSRN SR i N

Caracteristicas Gerais

Simbolo Descricao
Vs Tensdo de alimentacdo do driver 14,5 15 15,5 A\
Vsec+ Tensdo positiva do secund. do driver 19,9 | 20,1 | 20,3 A%
Vsec. Tensdo negativa do secund. do driver -4,8 -5 -5,1 \%
Is Corrente de alimentagio do driver * - - 300 | mA
UVLO. |Limiar positivo da tensdo do secundario *| 11,6 | 12,8 14 A%
UVLO. |Limiar negativo da tensdo do secundario ?| 10,8 12 13,2 A\
Vine Limiar da tensdo de entr. Sae Sb (Alto) *| 1,9 | 2,47 | 3,1 A%
Vi |Limiar da tensdo de entr. Sa e Sb (Baixo)*| 1 1,55 2 Vv
I Corrente de entrada Sa e Sb - 10 - mA
Rix Resisténcia de entrada Sa e Sb - 1 - kQ
Vas_on Tensdo de saida (alto) ° 19,8 20 [202| V
Vs _off Tenséo de saida (baixo) ® 48| -5 |-51| V
tdon Tempo de propagacdo (turn-on) >%7 10 - 33 ns
taoft Tempo de propagacdo (turn-off) >57 13 - 90 ns
Cos Capacitancia entre prim.-secund. - 4 - pF
Vst Tensdo de referéncia da desaturagdo > | 6,25 | 6,9 7,4 A%
tmo Tempo morto 80 - 1100 | ns
Vrov/er+ Tensdo de saida RDY/ER (Alto) **° - 14,8 - \Y%
Vrover- | Tensdo de saida RDY/ER (Baixo) **° - 0,3 - \Y%
R Er_puil Resisténcia de pull-up ER e RDY - 5,6 - kQ
tRESET Largura do pulso de RESET ° 500 - - ns
V clamp Tensdo limiar do Clamp > - -3 - \Y%
Rps on  |Resisténcia do transistor de Miller Clamp 2| - 1,1 - Q
Letamp Corrente no transistor de Miller Clamp > 3 3,4 - A
Crvs Capacitancia intrinseca total do TVS™ - 280 - pF
Notas

!Teste realizado em bancada em um conversor meia ponte com transistores SiCs (NTHL0O80N120SC1),

sem poténcia (somente comando) e razdo ciclica de 50%.
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SiC / IGBT / MOSFET Gate Driver

DRC350D20A

Carateristicas
* Sinais de comando em +15 V ou +5V
* Duas saidas isoladas
* Fonte de isolagdo integrada
* Protecdo de subtensdo
* Protecdo de interlock/tempo morto

* Rapida e ajustavel protecao de curto-
circuito («1us)

* Protecdo de Miller-Clamp
* Soft shutdown

Aplicacoes
* Fontes chaveadas
* Inversores industriais
* Inversores de tracdo elétrica
* Inversores de frequéncia
* Inversores de energia renovavel
* Carregadores de veiculos elétricos
* Conversores isolados DC-DC

Notas

?Informado no datasheet do CI SI8285.

3Teste realizado em bancada em um conversor meia
ponte com transistores SiCs (NTHL0O80N120SC1), sem
poténcia (somente comando), para a frequéncia maxima
de operagdo do driver (350 kHZ) e razdo ciclica de 50%.
*Informado no datasheet da porta légica 74LVC2G17.
STeste realizado em bancada em um conjunto meia ponte
com transistores SiCs (NTHLO80N120SC1), sem
poténcia (somente comando), para a frequéncia
chaveamento de 100 kHZ e razdo ciclica de 50%.

0 tempo de propagacdo depende da configuracdo de
entrada dos sinais Sa e Sb, conforme descrito na segdo de
DESCRIGAO DOS PINOS DE ENTRADA E SAIDA.
"Mensurado da entrada do driver até a entrada do CI
S18285 para sinais de comando de 0 V a +15 V.
8Maiores informacdes sobre o ajuste de tempo morto na
secdo GUIA RAPIDO / DESCRITIVO GERAL.
9Maiores informacOes de configuracdo dos sinais de
RDY e ER na secio DESCRICAO DOS PINOS DE
ENTRADA E SAIDA.

1%pinos de ER e RDY em aberto.

11\Iclarnp = VGSfoff + 2 V

“Informado pelo fabricante (SMBJ10A e SMBJ22A).
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Diagrama de Blocos e Layout

/~ DRC350D20A
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Figura 1: Diagrama de Blocos do driver duplo DRC350D20A

Resumo dos pinos (detalhes estdo na secio DESCRICAO DOS PINOS DE ENTRADA E SAIDA)

Codigo Funcgao

1 Sa Entrada de sinal de comando chave A.

2 Sb Entrada de sinal de comando chave B.

3 RST Entrada de sinal para o reset do driver.

4 RDY Saida de sinalizagdo de estado de erro do driver.

5 ER Saida de sinalizacdo de estado pronto do driver.

6 VS Entrada de alimentagdo do driver.

7 GND Referéncia de tensdo da alimentacdo do driver.

8 Gsb Saida do driver para conexdo com o gate da chave B.
9e10 SSb Saida do driver para conexdo com o source da chave B.
11 Dsb Saida do driver para conexdo com o drain da chave B.
12 Gsa Saida do driver para conexdo com o gate da chave A.

www.supplier.ind.br Rev. 1.3 - 10/07/2024 PL - 219 -V06 2
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13e14 |[SSa Saida do driver para conexdo com o source da chave A.

15 Dsa Saida do driver para conexdo com o drain da chave A.
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Figura 2: Top Layer do driver duplo DRC350D20A
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Figura 3: Botton Layer do driver duplo DRC350D20A
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GUIA RAPIDO | DESCRITIVO GERAL

A seguir, é apresentado um descritivo geral das principais funcionalidades do driver e orientagdes sobre como definir os principais
componentes auxiliares do driver

Resistor de gate

A escolha dos valores deve ser feita com cautela e, inclusive, respeitando os valores maximos de corrente de saida do driver (Iour u €
Iour 1). Portanto, o driver duplo DRC350D20A permite que os resistores de gate sejam configurados de forma independente para
acionar e bloquear o transistor de poténcia. Os resistores de gate que auxiliam no acionamento do transistor estdo indicados pela
legenda Ron, e, para bloqueio, pela legenda Roff, conforme apresenta a Figura 2. O espaco reservado para esta aplicacdo comporta

dois resistores SMD (0805) em paralelo, o que permite maior flexibilidade na configuracdo do valor da resisténcia desejada.

Em conjuntos de poténcia Supplier (inversor+driver), os resistores de gate sdo previamente definidos para promover uma alta

eficiéncia e integridade do circuito de poténcia.

Obs.: A escolha adequada dos valores dos resistores de gate sdo uma parte crucial no desenvolvimento de conversores chaveados,
impactando diretamente na eficiéncia, assim como, nas perturbagdes geradas devido as altas derivadas de tensdo e corrente durante o

acionamento e bloqueio dos transistores de poténcia.

Protecao de sobrecorrente (Desaturacao)

O driver duplo DRC350D20A faz o monitoramento da tensdo drain-source do transistor de poténcia com o objetivo de realizar a
protecdo de desaturacdo/sobrecorrente. A protecdo de desaturacdo/sobrecorrente atua quando a tensdo entre os terminais de drain e
source (Vps) ultrapassa o valor previamente configurado, enquanto o sinal de gate do transistor estiver no estado alto. Quando isso
acontece, o driver entra em estado de protecdo, comandando os transistores de poténcia a bloquear e identificando o estado de
protecdo através dos Leds 1 e 2 (Figura 2) e do sinal de erro (nivel 16gico baixo no pino ER). Ambos os transistores sdao bloqueados
através do circuito de interlock, independentemente de qual interruptor identificar a sobretensdo em Vps. Para configurar a protecédo de
sobrecorrente, inicialmente, é necessario verificar o valor de tensdo entre drain e source (Vps) em relagdo ao valor maximo de
corrente que se pretende no transistor de poténcia, conforme especificado no datasheet do componente. Essa tensdo é definida como

V pssac © @ partir desse valor, escolhe-se um diodo Zener que atenda & condigdo de:

V lzvdsat_liz_VDSsat

zdsa
onde, Ve € a tensdo de ruptura do diodo Zener e Vu. € a tensdo de referéncia da desaturagdo (especificada na Tabela de
Caracteristicas Gerais).

Os diodos Zeners devem ser posicionados em Zdsat, conforme indicados na Figura 3, para ambas as saidas. Caso ndo seja selecionado
nenhum valor para o diodo Zener, deve ser utilizado um resistor de 0 Q, evitando que os terminais de Zdsat fiquem em aberto e
definindo um valor méaximo de operagdo para V ., de 5,6 V. Nessa situagdo, a protecdo de sobrecorrente permanece ativa. Para

desativar a protecdo de sobrecorrente deve-se manter em aberto os terminais de Zdsat, o capacitor Cdsat (indicado na Figura 2) deve

ser removido e substituido por um resistor de 10 Q.

Tempo cego (Blanking time)

A funcdo de tempo cego tem por objetivo restringir a atuacdo da protecao de sobrecorrente durante a entrada de condugdo do
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transistor de poténcia, evitando que perturbagdes de tensdo na medigdo da tensdo drain-source (Vps), devido a comutacao do transistor
de poténcia, resulte na atuagdo do circuito de protecdo de sobrecorrente do driver. O driver duplo DRC350D20 é pré-configurado para
operar com um tempo cego de 690 ns (Cdsat = 100 pF) e pode ser ajustado configurando o valor dos capacitores Cdsat, conforme a

equacdo abaixo:

t X110
Cdsat=-9———

dsat

onde, tg € 0 tempo cego desejado e Vg € a tensdo de referéncia da desaturacdo (especificada na Tabela de Caracteristicas Gerais). Os

capacitores de ajuste de tempo cego devem ser posicionados em Cdsat, conforme indicados na Figura 2, para ambas as saidas.

Obs.: a modificacdo do capacitor Cdsat pode levar a atuagdo antecipada ou tardia da protecdo de sobrecorrente, e, portanto, deve ser

considerada com cautela.

Interlock | Tempo morto

O interlock/tempo morto é habilitado quando o jumper JP1 estd em aberto e desabilitado quando estd em curto. O circuito de
interlock/tempo morto evita que os pulsos de comando dos transistores de poténcia se sobreponham, garantindo que ambos os sinais
de comando permanecam em estado 16gico baixo durante um intervalo de tempo pré-definido. O intervalo de tempo pode ser ajustado

através do resistor RTD, conforme os valores apresentados na Tabela Ajuste do Tempo Morto.

Ajuste do Tempo Morto

RTD ip. Variagao

27 kQ 955 +12 % ns
5,6 kQ 500 +15 % ns
1,5 kQ 230 +20 % ns
100 Q 106 +25 % ns

*Valores intermedidarios para o resistor RTD podem ser utilizados; no entanto, o valor final do tempo morto deve ser verificado de forma pratica.

Os espacos destinados ao resistor RTD e ao jumper JP1 estdo indicados na Figura 2.

O tempo morto informado na Tabela Ajuste de Tempo Morto é o intervalo de tempo gerado pelo circuito de condicionamento dos
sinais de comando de Sa e Sb. Porém, o tempo morto efetivo, entre os sinais de comando dos transistores de poténcia (V ¢s), deve ser
verificado antes de testar o conjunto de poténcia (driver+conversor). Esse valor depende de outros fatores, como: resistores de gate,
capacitancia Cgs e transistor de poténcia empregado.

Obs.: a desativacdo o circuito de Interlock/tempo morto através do Jumper JP1, ndo implica a desativacdo da protecdao de
sobrecorrente/desaturacdo. Sendo assim, a protecao continua ativa e, em caso de falha, ambos os transistores sdo comandados para o

estado baixo.

Erro

O sinal de Erro tem por finalidade indicar a atuacdo da protecdo de sobrecorrente (desaturagdo). A indicagdo do sinal de Erro é
realizada em estado baixo, ou seja, na atuacdo do circuito de protecdo, o sinal de erro transita do estado alto (+15 V) para o estado
baixo (0 V) e permanece enquanto o estado de protecdo for mantido. O sinal de erro pode ser condicionado a operar com diferentes
niveis de tensdo, de 0 V a+5 V oude 0 V a +15 V (padrdo). Os ajustes necessarios para a configuracdo do nivel de tensdo do sinal de

Erro sio apresentados na secio de DESCRICAO DOS PINOS DE ENTRADA E SAIDA.
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Reset

O sinal de Reset tem a finalidade de retomar a operacdo do driver apés um evento de protecdo de sobrecorrente (desaturacdo). Ao
aplicar um pulso em estado baixo, ou seja, de 0 V, durante um periodo minimo de 500 ns, o estado de protecdo é desativado e o driver
volta a operar normalmente. A 4 mostra a atuagdo do sinal de Reset apds a protecdo do driver por sobrecorrente. Para a correta

operacgdo do driver, recomenda-se manter o sinal de Reset em estado alto, com tensdes entre +5 Ve +15 V.

v

DSie =
Desaturagao /
Erro
Vs

_Vesoet2V

Figura 4: Operagdo do driver DRC350D20A durante a atuag¢do e desativagdo do
estado de protecdo de sobrecorrente.

Protecao de subtensao

A protecdo de subtensdo tem por objetivo evitar que o driver opere com subtensdes no primario ou no secundario, prevenindo falhas
na operagdo ou no acionamento do transistor de poténcia. Quando é identificado uma condicdo de subtensdo no primario ou no
secundario do driver, a protecdo de subtensdo atua, bloqueando o sinal de comando para o transistor de poténcia e indicando a
condicdo de protecdo através do sinal em RDY, for¢ando-o para o estado baixo (0 V). Caso a tensdo no primario ou no secundario do
driver retorne aos valores de operacdo (conforme indicado na Tabela Caracteristicas Gerais), o estado de protecdo é desativado, o
driver volta a operar normalmente e o sinal de RDY retorna ao estado alto (+15 V). A Figura 5 apresenta a atuacdo do sinal de RDY

durante a entrada e saida do estado de protecdo de subtensdo devido a queda de tensdo no secundério do driver.

VSEC+

Figura 5: Operagdo do driver DRC350D20A durante a
atuacdo do estado de protegdo de subtensdo.
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O sinal de RDY pode ser condicionado a operar de 0 V a +5V ou de 0V a +15V (padrao). Além disso, é possivel inverter a
indicacdo de protecdo de subtensdo do driver, ou seja, o sinal passa do estado baixo para o estado alto quando entra no estado de
protecdo. Os ajustes necessarios para a configuragio do sinal de RDY sdo apresentados na secio de DESCRIGAO DOS PINOS DE
ENTRADA E SADA.

Importante: A protecdo de subtensdo atua de forma independente, inibindo apenas o sinal gate-source (Vgs) do secundario no qual a
condicdo de subtensdo foi identificada. Assim, quando a condicdo de protecdo de subtensdo é indicada através do pino RDY,
recomenda-se bloquear ambos os sinais de comando dos transistores de poténcia e ndo retomar a operacao até que a condicao de

protecdo seja resolvida.

Sinas de comando (Sa e Sb)

Os sinais de comando (Sa e Sb), em estado alto (+5 V até +15 V), habilitam os transistores de poténcia, enquanto em estado baixo
(0 V), os bloqueiam. Em sua montagem padrao, tensdes de +5 V até +15 V podem ser empregadas para realizar o acionamento dos
transistores de poténcia. No entanto, essa configuracdo resulta em atrasos na propagacao dos sinais de comando no driver, conforme
descrito na secdo DESCRICAO DOS PINOS DE ENTRADA E SAIDA.

Obs.: Em casos em que o driver é adquirido em conjunto com o conversor de poténcia, a configuracdo do sinal de entrada é realizada

previamente, conforme a necessidade de cada projeto.

Grampeamento ativo (Active Miller Clamp)

O grampeamento ativo do efeito Miller é uma das caracteristicas do driver duplo DRC350D20A. O grampeamento ativo é realizado
através de um transistor, que estabelece um caminho de baixa impedancia do gate do transistor para o barramento negativo do
secundério do driver (Vsgc.). Dessa forma, evita-se que as comutagdes dos transistores de poténcia resultem em grandes perturbacdes
na tensdo gate-source (Vgs), que podem levar o dispositivo a conducdo ndo desejada. Tais perturbacdes, devido as altas dv/dt e a
capacitancia Miller, sdo comuns em topologias em meia ponte e similares, para as quais o driver duplo DRC350D20A é destinado. A
atuacdo do grampeamento ativo ndo elimina completamente as perturbacdes no sinal de gate-source do transistor de poténcia; no
entanto, as oscilagdes sdo significativamente reduzidas, o que possibilita a operacdo dos transistores em niveis superiores de tensao e
corrente.

O grampeamento ativo ocorre quando o transistor de poténcia é comandado a bloquear e a tensdo V ¢s atinge valores préximos ao do
barramento negativo de tensdao do secundario (Vsec.), de +2 V acima de Vggc. (aproximadamente de -3 V). Nesse momento, 0
transistor de grampeamento é ativado e permanece dessa forma até que o transistor de poténcia seja novamente comandado a
conduzir. O circuito ativo de grampeamento do driver duplo DRC350D20A nao permite modificacées ou alteracées em suas

caracteristicas e esta sempre atuante.
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EXEMPLO PRATICO

A configuracdo do driver duplo DRC350D20A pode ser realizada de forma rapida e pratica. A seguir, é apresentado um exemplo de
como ajustar as principais funcionalidades do driver para operar com o transistor SiC NTHL0O80N120SC1 em uma configuracdo meia

ponte.

Escolha dos resistores de gate Ron e Roff através de valor limite

Considerando a utilizagdo do driver duplo DRC350D20A com o transistor SiC NTHL0O80N120SC1, o valor minimo do resistor de
gate Ron é definido considerando a tensdo gate-source de acionamento (Ves_on) € de bloqueio (Vgs_of) do transistor, o valor maximo da
corrente de saida para o estado alto (Iour 1) do driver, a resisténcia intrinseca de gate de estado alto do driver (R¢ u) e a resisténcia

intrinseca de gate do transistor (Rg_s).

AV \% -V
Ron= ; GS _RciH_Rcis: GSi[un GS_off _R(;7H_12G7S
OUT _H OUT _H
20V—(-5V
Ron:#—ZABQ— 1,7Q2=8,32Q

2A

De forma similar, o valor minimo do resistor de gate Roff que auxilia no bloqueio deste transistor pode ser definido considerando o
valor maximo da corrente de saida para o estado baixo (Iour 1) do driver.
\%4 -V
ROff: GS_on GS_off_R

GfL_RGfs
OUT _L

0V —(—
Roff=w—o,869—1,79:3,549

Ajuste da protecao de sobrecorrente (Za e Bb)

Para o transistor SiC NTHL0O80N120SC1, a configuracdo da protecdo de sobrecorrente é ajustada com base no valor maximo de
corrente de dreno que se deseja no dispositivo e na resisténcia dreno-source (Rpsn). Sendo assim, o valor maximo de Vpss, é definido
por:

V pssat =R ps(on) I p_max
O transistor SiC NTHLO80N120SC1, operando com tensdo Vgs.on de 20V, apresenta uma resisténcia Rpsen de 80 mQ a uma
temperatura de juncdo igual a 25 °C e de 114 mQ2 a uma temperatura de juncao de 150 °C.
Portanto, para limitar a corrente de dreno em 20 A durante a condugdo do transistor, deve-se considerar a resisténcia Rpsen de 80 mQ,
pois resulta em uma menor queda de tensdo dreno-source.

Vpss =80mQ-20A=1,6V
O diodo Zener escolhido deve atender a condicgdo de:
Viisa=V asa=1:2=V psear
Voisa=6,9V—-12V—-1,6V=4,1V

zdsat —

A escolha de um diodo Zener de 4,1 V implica que a protecdo de sobrecorrente atua com uma corrente de 20 A quando a temperatura
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de juncao do transistor é de 25 °C e com uma corrente de 14 A quando a temperatura de jungdo é de 150 °C.

Tempo morto — Ajuste de RTD

O tempo morto deve ser ajustado para garantir que os transistores do braco meia ponte ndo conduzam simultaneamente, assegurando
que a transicao positiva, de -5 V para +20 V, do sinal de Vgs do transistor complementar comece somente ap6s 0 grampeamento do
sinal de Vgs em -5V do transistor que foi comandado a bloquear. Desta forma, estimar o tempo de transicdo negativa de Vs, de
+20 V para -5 V, do transistor é fundamental e pode ser realizado através da capacidade de carga do gate do transistor (Qg).

T _2(QG+QCgs+QTVS)
blog— I

G _pico

No entanto, também deve ser considerada a carga dos demais componentes conectados ao gate, como a carga do capacitor Cgs (Q cgs)

e dos diodos de protecdo (Qrvs). Assim, o tempo de transicdo pode ser definido por:

2'[QG+AVGS(C95+CTVS)]

bluq: AVC%
(Roff+RG_H+RG_S)

Considerando a utilizagdo do transistor SiC NTHL080N120SC1, de um capacitor Cgs de 470 pF, a capacitancia intrinseca do TVS de

T

280 pF e resistor de gate de bloqueio (Roff) de 33 Q, o tempo estimado de transi¢do de Vs é dada por:

_ 2:[56nC+25V (470 pF+280-p F)]
bloa™ 25y
%339+1,7Q+0,86§2)

Obs.: recomenda-se ndo remover os diodos de protecdo (TVS) para garantir a protecdo do driver, assim como dos transistores de

T =213ns

poténcia.

Portanto, o ajuste do tempo morto deve ser realizado selecionando um resistor que assegure um tempo no minimo 50 % maior que o
tempo estimado de transi¢do. Para o exemplo prético acima, resulta em um tempo morto minimo de 320 ns. Assim, conforme a tabela

de ajuste de tempo morto, o valor de resisténcia de RTD selecionado é de 5,6 kQ, correspondente a 500 ns.

Obs.: Caso a resisténcia de gate de bloqueio (Roff) ou a capacitincia de gate-source (Cgs) sejam modificadas, o resistor RTD deve ser

recalculado para evitar a condugdo simultanea dos transistores superior e inferior do brago.
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DESCRICAO DOS PINOS DE ENTRADA E SAIDA

Sa / Sb (1 / 2): Pinos de entrada dos sinais de comandando de Sa e Sb. Apesar da alimentacdo do driver ser em +15 V e nao ser
passivel de alteracao, os sinais de comando (Sa e Sb) podem operar com tensdes de +5 V ou +15 V para habilitar os transistores de
poténcia e de 0 V para bloquear. Na montagem padrdo do driver duplo DRC350D20A, os sinais de entrada sdo condicionados a +5 V
através de diodos Zeners (Zin). Dessa forma, o driver pode operar com sinais de entrada em (Sa e Sb)de 0 Va+5V oude OV a
+15 V. No entanto, a inclusdo dos diodos Zeners geram atrasos na propagacao do sinal de entrada conforme especificados na Tabela
de Tempos de Propagacdo dos Sinais de Comando. Como alternativa para reduzir o atraso de propagacdo, pode-se utilizar de
resistores em vez dos diodos Zeners para realizar o condicionamento dos sinais. Portanto, os diodos Zeners (Zin) devem ser

substituidos por resistores de 560 Q para sinais de entrada de +15 V.

Tempos de Propagacao dos Sinais de Comando

Simbolo Descricao in. ip. Max. Unid.
tdon Tempo de propagacio de subida com zeners (turn-on) *° 30 - 33 ns
Lot Tempo de propagacdo de decida com zeneres (turn-off) '° 80 - 90 ns
tdon Tempo de propagagio de subida com divisor resistivo (turn-on) *° 10 - 17 ns
tdoft Tempo de propagacdo de decida com divisor resistivo (turn-off) *° 13 - 16 ns

10 Mensurado da entrada do driver até a entrada do SI8285 para sinais de comando de 0 V a +15 V.

Caso os sinais de comando ja estejam condicionados para operar de 0 V a +5 V, o diodo Zener (Zin) pode ser retirado do driver e seus
terminais mantidos em aberto.

Obs.: para sinais de 0 V a +5 V, os tempos de propagacdo sdo diferentes dos informados na Tabela de Tempos de Propagacdo dos
Sinais de Comando.

Os niveis tensdo limiar para os sinais de comando de Sa e Sb podem ser verificados na Tabela de Caracteristicas Gerais.

RST (3): Pino de entrada do sinal de RESET.

RDY (4): Pino de saida do sinal de RDY. Apresenta +15 V quando NAO ha falha. Em estado de protecdo de subtensio, apresenta
0V (ativo em baixo). Por padrdo, a saida de RDY é estabelecida em +15 V (RDo em aberto), mas pode ser alterada para +5 V
colocando um resistor de 2,7 kQ em RDo, conforme mostra a Figura 3. Preferencialmente, esse pino deve ser conectado a uma alta

impedancia, sob pena de mau funcionamento.

ER (5): Pino de saida do sinal de Erro. Apresenta +15 V quando NAO h4 erro. Em estado de protecdo de sobrecorrente, apresenta
0V (ativo em baixo). Por padrdo, a saida de ER é estabelecida em +15 V (REo em aberto), mas pode ser alterada para +5V
colocando um resistor de 2,7 kQ em REo, conforme mostra a Figura 3. Preferencialmente, esse pino deve ser conectado a uma alta
impedancia, sob pena de mau funcionamento.

Obs.: Os sinais de RDY e de Erro podem ter sua l6gica invertida (ativo em alto), ou seja, permanecendo em 0 V caso o
driver esteja operando normalmente e, em +5 V ou +15 V, caso o driver apresente alguma falha. Para a inversdo dos sinais de saida,
os resistores de 0 Q posicionados em RH devem ser realocados para RL, ou seja, abrindo os contatos de RH e curto-circuitando os

terminais de RL. A Figura 3 mostra a localizacdo dos resistores RH e RL para os sinais de RDY e Erro.
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Caracteristicas dos Sinais de RDY e ER

RDo / REo Pulso Simbolo Descricao
Aberto Ativo em baixo Vrpy/er+ Tensdo de saida RDY/ER (Alto) 14,8 A%
Aberto Ativo em baixo Vrpv/er- Tensdo de saida RDY/ER (Baixo) 0,3 A%
2,7 kQ Ativo em baixo VroyEr+ Tensdo de saida RDY/ER (Alto) 4.8 v
2,7 kQ Ativo em baixo VRDYER- Tensdo de saida RDY/ER (Baixo) 0,3 A%
Aberto Ativo em Alto VroyEr+ Tensdo de saida RDY/ER (Alto) 14,8 v
Aberto Ativo em Alto VRpy/ER- Tensdo de saida RDY/ER (Baixo) 0,3 \'%
2,7 kQ Ativo em Alto Vrov/Er+ Tensdo de saida RDY/ER (Alto) 4.8 \%
2,7 kQ Ativo em Alto VRpY/ER- Tensdo de saida RDY/ER (Baixo) 0,3 A%

* Testes realizados em bancada com os pinos ER e RDY em aberto.

Vs (6): Pino de alimentacdo do driver. Deve ser conectada a uma fonte de alimentacao de +15 V.

GND (7): Referéncia do primario do driver.

GSb / SSb / DSb (8 / 9-10 / 11): Pinos de Gate, Source e Dreno do canal B. Esses terminais devem ser conectados ao transistor de
poténcia a ser acionado pelo driver. Os canais A e B podem operar com a protegdo de interlock/tempo morto ativo ou desativado. Para
configurar o circuito de interlock/ tempo morto deve-se seguir os passos descritos na se¢do Interlock / Tempo morto.

Obs.: O pino de source (SSb) pode ser ajustado para estar na posicdo (9) ou (10) ou em ambas, conforme apresentado
na secdo de INFORMACOES MECANICAS.

GSa/SSa/DSa (12 /13-14/ 15): Pinos de Gate, Source e Dreno do canal A. Operagdo analoga a GSb / SSb / DSb.

Obs.: O pino de source (SSb) pode ser ajustado para estar na posicao (13) ou (14) ou em ambas, conforme apresentado
na secio de INFORMAGCOES MECANICAS.
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RESSALVAS

Posicionamento do driver e Layout

O layout da estrutura de poténcia e o posicionamento do driver devem ser bem analisados para evitar problemas com a operagao do
conversor e possibilitar extrair do conjunto de poténcia. O posicionamento do driver DRC350D20A proximo aos transistores de
poténcia proporciona um caminho de baixa impedéancia para a corrente Miller pela malha gate-source. Da mesma forma, o layout do
circuito de poténcia deve priorizar a reducdo das indutancias parasitas (indutancia de brago) no caminho da corrente de carga e,
consequentemente, no caminho das altas derivadas de corrente devido as comutacGes dos transistores de poténcia. As precaugdes no
layout e posicionamento dos componentes de poténcia evitam que perturba¢des na tensao gate-source levem a operacdo indesejada do
conversor ou a danos aos componentes de poténcia. Abordar esses conceitos ndo sdo de interesse deste manual e devem ser revisados

separadamente antes da elaboracdo de qualquer estrutura de poténcia chaveada.

Diodos de protecao da tensao gate-source (TVS)

Os diodos de protegdo contra surtos de tensao (Transient Voltage Suppression - TVS) nos terminais de saidas gate-source do driver
tem por finalidade evitar que uma possivel falha no circuito de acionamento do driver leve a tensdo gate-source para valores
indesejados e, possivelmente, a queima do transistor de poténcia. Desta forma, os diodos TVS no drive ndo sdo destinados para a
supressao das perturbacdes na tensdo gate-source devido a operagdo da estrutura de poténcia. Entretanto, diodos TVS podem ser
empregados para essa finalidade e inseridos na placa de poténcia do conversor, proximos aos terminais do transistor de poténcia.
Abordar esses conceitos nao sao de interesse deste manual e devem ser revisados separadamente antes da elaboragcdo de qualquer

estrutura de poténcia chaveada.

Capacitor Cgs

Posicionado nas saidas do driver DRC350D20A, o capacitor Cgs (Figura 3) tem por finalidade fornecer mais um grau de liberdade no
projeto do acionamento das chaves da estrutura de poténcia. Sua atuacdo impacta na dindmica do sinal de gate do transistor de
poténcia e, consequentemente, nas derivadas de tensdo e corrente no circuito. Também, possibilita um caminho de baixa impedancia
para as perturbacdes no sinal gate-source geradas pelas comutacdes do conversor. Todavia, sua adicdo deve ser considerada com

cautela pois pode gerar ressonancia com os elementos parasitas do leiaute.

Obs.: A Supplier ndo garante a adequada operacdo do driver devido a modificacdo ou remocdo de qualquer componente que ndo

esteja especificado para tal.
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INFORMACOES MECANICAS

Dimensodes e mm (vista frontal) Dimensodes em mm (vista lateral)
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ISENCAO DE RESPONSABILIDADES

As informagdes disponiveis neste documento sdo consideradas precisas e confidveis. No entanto, ndo ha garantia, e nenhuma
responsabilidade é assumida quanto a precisdo ou ao uso dessas informagGes. A Supplier ndo assume qualquer responsabilidade
decorrente da aplicacdo ou uso de qualquer produto ou circuito descrito aqui e, as informagoes técnicas repassadas podem ndo ser
consideradas como uma garantia das caracteristicas e desempenho do produto. A Supplier reserva o direito de fazer alteracdes no
produto para melhorar a confiabilidade, funcdo ou design, assim como, substituir informagdes previamente fornecidas por
atualizacdes sem aviso prévio.

Os recursos fornecidos pela Supplier destinam-se a desenvolvedores qualificados, sendo responsabilidade do desenvolvedor
selecionar os produtos apropriados da Supplier para serem incorporados a sua aplicacdo, bem como projetar, validar e testar sua
aplicagdo. Assim como, de garantir que sua aplicacdo atenda padrdes apropriados, bem como quaisquer outros requisitos de
segurancga, regulatdrios ou outros. A Supplier isenta-se de responsabilidade, enquanto vocé concorda em indenizar integralmente a
Supplier e seus representantes por quaisquer reivindicagdes, danos, custos, perdas e responsabilidades decorrentes do seu uso desses
recursos.

Os produtos da Supplier ndo estdo autorizados para uso em dispositivos e sistemas de suporte de vida ou em aplica¢des onde a falha
do produto, ou quaisquer consequéncias do seu uso, possam razoavelmente resultar em lesdes pessoais, sem a aprovacdo expressa por

escrito da Supplier.
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